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【はじめに】GaNは SiC以上の絶縁破壊電界強度（>3.0 MV/cm）を有し、AlGaN/GaNヘテロ構造界面に

高密度かつ高移動度の 2 次元電子ガスが形成されることから、次世代パワーデバイス材料として期待さ

れている。高性能 GaN パワーデバイスの実現には、GaN あるいは AlGaN/GaN に対するオーミックコン

タクト形成技術が重要となる。n-GaN に対しては、Al/Ti積層電極を堆積し加熱処理を行うことによるオ

ーミックコンタクト形成[1]が一般的に用いられており、コンタクト界面での TiN形成[2]が報告されてい

るが、界面反応について十分な理解はされていない。本研究では、n-GaN 層上に Ti および Al/Ti を蒸着

し、加熱処理を行った際の界面反応について、放射光光電子分光分析を行ったので報告する。 

【実験結果及び考察】シリコン(111)上に n-GaN層をエピタキシャル成長した基板を HCl溶液により洗浄

した後、Ti層（4 nm）または Al/Ti層（各 2 nm）をスパッタ成膜した。これらの試料を SPring-8 BL23SU

の表面化学反応解析装置（SUREAC 2000）に導入し、室温で取得した Ga 3dスペクトルを Fig. 1に示す。

なお、GaN 基板ピーク（20 eV）により、結合エネルギーの較正、ピーク強度の規格化を行った。Al/Ti

積層試料では、17.6 eV付近に金属状態の Ga起因のピーク（Ga(metal)）が見られる一方、Ti単層試料で

はこのようなピークはほとんど見られないことから、Ti上への Al積層がコンタクト界面構造を顕著に変

化させることが示唆された。さらにAl/Ti積層試料を超高真空中で 600Cまで加熱しながら取得したGa 3d

スペクトルを Fig. 2に示す。400C以降、Ga(metal)ピークの増大が確認でき、界面反応がさらに進行した

ことがわかった。講演当日は AlGaN上で同様の実験を行った結果や、電気特性評価結果も含め詳細な議

論を行う。 
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Fig. 1 Ga 3d core-level spectra taken from 

Al/Ti/n-GaN and Ti/n-GaN strutures at R.T. 

Fig.  2 Change in Ga 3d core-level spectra for 

Al/Ti/n-GaN structure during in situ annealing. 
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